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SiC上のグラフェン ~コンピュータによる探索~

SiC(0001)表面のSi熱分解によって生じた余剰Cの振る舞い比較

SiC熱分解法により品質の良いグ

ラフェンを作るにはどうしたらよい
のか？仕組みを探索することで、
制御指針を見つけたい。

スーパーコンピュータ上で第一原
理電子状態計算を行い、原子ス
ケールで仕組みを探索しました。

結晶品質が良く膜厚も制御した大
面積のグラフェンを作ることができ
れば、高度な性能を持つグラフェ
ン素子を実現できます。
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case Cが最も起こりやすい！
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